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Abstract
　Zinc oxide （ZnO） and Al-doped zinc oxide （AZO） ﬁlms were in turn deposited on cyclo-
oleﬁn polymer （COP） substrates by means of pulsed laser deposition （PLD） using an ArF 
excimer laser （λ=193 nm）. In the laminated AZO/ZnO structure with ultra-thin layer 
of AZO （20 nm-thick）, resistivity of 1.03×10－3 Ω･cm, Hall mobility of 20.1 cm2/V･s, and 
carrier density of 2.46×1020 cm－3 were obtained.
　Ga-doped zinc oxide （GZO） thin films were deposited on COP substrates at room 
temperature by means of PLD using FHG of Nd: YAG laser （λ＝266 nm， laser energy 
density 2～16 mJ/cm2） at room temperature．As a result，the resistivity was improved 
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吸　　水　　率 <0.01 % 0.4 %
全光線透過率 92 % 89 %





Laser Energy 20 mJ
Laser energy Density 1.0 J/cm2




Substrate Temperature 90 ℃
Base Pressure 10－4 Pa
Gas Pressure （O2） 5.3 Pa 0.5 Pa
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Laser Energy 20 mJ
Laser energy Density 1.0 J/cm2




Substrate Temperature 90 ℃
Base Pressure 10－4 Pa
Gas Pressure （O2） 5.3 Pa 0.5 Pa
Target to Substrate Distance 40 mm








（FHG ：λ= 266 nm）
Laser Energy Density 0.16 J/cm2
Repetition Frequency 10 Hz
Target ZnO AZO （Al2O3 1.5 wt.%）
Substrate Cyclo-Oleﬁn Polymer （188 μm）
Substrate Temperature R.T.
Target to Substrate Distance 40 mm
Base Pressure ～10－4 Pa
Gas Pressure （O2） 5.0 Pa 2.5 Pa





















化実験と同様にAZO（1.5 wt.%）を用いた。成膜にはNd：YAGレーザー第４高調波 （波長266 
nm）を用いたPLD法でレーザーエネルギー密度を0.16 J/cm2，成膜温度を室温，繰り返し周
波数10 Hz，到達真空度を～10－4 Pa，酸素雰囲気圧をバッファ層成膜時は5.0 Pa，透明導電膜
成膜時は2.5 Pa，基板とターゲット間距離を40mmとして成膜を行った。またレーザーアニー
ルの条件をTable５に示す。アニール用のレーザー光源には成膜時と同様のNd：YAGレーザー





（FHG ：λ= 266 nm）
Laser Energy Density ２～ 16 mJ/cm2
Repetition Frequency 10 Hz
Substrate Temperature R.T.
Base Pressure ～10－4 Pa










り，バッファ層を用いた AZO/ノンドープZnO透明導電膜ではキャリア密度 4.84×1020 cm－3， 


































透明導電膜の時Ra =6.71 nm，AZO（100 nm）/ノンドープZnO（100 nm）積層型透明導電膜

























粗さRa = 1.45 nmと膜表面が比較的平坦であることが確認できた。アニールを施したときには


















１ ）バッファ層を用いた AZO/ノンドープZnO積層型透明導電膜ではキャリア密度 4.84×1020 












４ ）AZO（20 nm）/ ノンドープZnO （100 nm）積層型透明導電膜とAZO（100 nm）/ノンドー
プZnO（100 nm）積層型透明導電膜のFE-SEM像の観察結果より，いずれの膜も膜表面に剥
離やひび割れがなく良好な成膜状態であることがわかった。
５ ）AZO（20 nm）/ノンドープZnO（100 nm）積層型透明導電膜ではRa = 6.91 nm，AZO（100 
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